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【はじめに】我々 はこれまでに単層カーボンナノチューブ（SWCNT）と半導体ポリマーの複合体を半導体層に用い、

インクジェット法等を用いた塗布型TFTで高性能を実現している[1]。更なる特性向上には、高半導体純度のCNTを品

質の劣化なく均一に分散することが必須である。今回は半導体純度を高めたSWCNTと当社のCNT複合体化技術を融合

し、高品質かつ均一な分散液を得ることに成功した。また得られた分散液を用いて作製したTFTにおいて特性の大幅な

向上が確認できたので、その結果を報告する。 

【実験】半導体純度を高めたSWCNTと当社独自の半導体ポリマーを組み合わせた高純度SWCNT複合体からなる分

散液を作製した。そのSWCNT複合体を半導体層に用いたTFT素子を作製し、特性を評価した。 

【結果】電極サイズW/L=100/10μmのTFT素子において、移動度3.4cm2/Vs、オンオフ比106が得られ、W/L＝10/6μ

mと小さい素子では移動度13cm²/Vs、オンオフ比106（Fig.1）と通常のSWCNT（半導体性：金属性＝2:1）比5倍以上

の高い特性を実現した。また、同一基板上の20素子における特性バラツキを測定したところ、オン電流のバラツキを大

幅に低減できることがわかった（Fig.2）。これは高半導体純度のSWCNTを用いることで、半導体層を形成する際の素子

毎の微小なCNT濃度変動の影響が小さくなったためと考えられる。 
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